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图 5 合金 A 在不同温度下的断 口形貌 ( x 5 0 o )
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农 2 合金 A
、 B 、 c 的平均粒度

、
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及第二相质点 百分数

决于其上氧化膜的含量
。

在同样试验条件下
,

粉粒越细
,

氧化膜越多
,

其超塑延伸率越低
。
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本文的工作得到 了于 桂复高级工程师
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侯淑娥工程师
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表 2 中第二相粒子体积百分数是采用 定量金相的

方法测得的
。

其中
,

温轧态下第二相质点应是可溶强化

相 和氧化物质点 的总和
,

而淬火 态下的第二相质点则可

近似认为是氧化物质点 (认为 可溶强化相 已 充分固溶 )
。

从表 2 可看出
,

随粉末粒度的减小
,

其氧化物质点增

多
,

超塑延伸率下降
。

这与前文的分析完全吻合
。

为对上述观点 作进一步 的验证
,

本试验利用 光电子

能谱对合金 A 淬火态试样中的 第二相质点 进行 了分析
。

为避免表层污染的 影响
,

采谱前对试样进行了 3 m 加 的刻

蚀
。

结果表明
,

试样 中存在 Y 一
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物
,
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高纯硅溶胶通过技术鉴定

四
、

结论

1
.

热轧 + 过时效 + 温轧 + 45 0 ℃ 再结晶 可使激冷低

密度 Al
一
3 LI

一
IM s 合金获得小于 4协m 的等轴细 晶组织

。

如

A1
2M g Li 、 Y 一

Al
: 0 :
等微细第二相质点 (尺寸 ( 1

.

0帅 ) 在

晶界上弥散分布
。

其最佳超塑变形条件为
: T ~ 4 00 ℃

,

云

~ 8
.
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‘ ,

最大 延伸率为 23 8 %
,

流动应力 为 18 N /

m m Z
。

2
.

在较低温度下超塑拉伸时
,

合金的 断裂受晶 界强

度 所 控 制
,

即 随 空 洞 在 第 二 相 粒 子 (如 卜A1
2 o 3 、

A1
2 M么L劝 和三叉晶界处优先形成

、

长大和沿晶联接而产

生超塑沿晶 断裂
。

随着温度的升高
,

合金的断裂则从受

晶界强度控制 向受粉界强度控制 过渡
,

而粉界强度则取

·

1 6
·

由北京航空材料研究所研制的 高纯硅溶胶于 1 9 9 2

年 5 月 25 日一 27 日在京通过技术鉴 定
.

来 自天津大学
、

北京大学
、

化学工业部等 8 个单位的专家
、

代表共 2 3 人

出席了会议
。

天津大学沈继耀教授主持会议
,

航空航天

部科学技术研究院负责 同 志胡元凯讲了话
,

高纯硅溶胶

课题负责人王兴业高级工程师详细介绍 了硅溶胶的研制

过程及性能指标
。

经专家
、

代表们评议一致认为
:

北京

航空材料研究所研制 的高纯硅溶胶理化指标 已达到任务

书要求
,

其纯度和稳定性居 国 内领先水平
,

与国 外同类

产品相 当
;
高纯硅溶胶的制备工艺可行

,

技术条件选择

有新意
,

满足了介 电复合材料的技术要求
,

为军工产 品

的研制做出 了贡献
。

(祝印兰 )
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